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Prufurigsantrag gem. § 44 PatG ist gesteitt 
@ Verfahren zur HersteJIung einer dreidimensionaien integrierten SchaJtung 

(§) Die Erfindun£ betrtfft eln Verfahren zur Herstellung einer 
dreidimensionaien integrierten Schaltung, 
Belm ZusammerrfQgen von Substratert, die eine Viefcahl von 
ideritischen Bausteihen, den sog. Chips, errthaften, ergibt 
sich.die resultierende Ausbeute eines mehriagigen Systems 
au s dem Produkt der Emzelausbeuten. Dies fuhrt dazu, daR 
die Ausbeute eines mehrere Bauelementeebenen umfassen- 
den Systems nach dem bekannten Verfahren drastisch 
abnimmt 

Beim erfindungsgemaSen Verfahren warden zwei fertig 
prozessierte Substrate miteinander verbunden. Vorher wird 
jedoch das obere Substrat einem Funktionstest unterzogen, 
mit dem die intakten Chips des Substrates selektiert werden. 
AnschlieSend wird dieses Substrat von der RGckseite her 
gedunnt, in einzelne Chips zerlegt und nur selektierte, 
intakte Chips auf das/ mit einer Haftschicht versehene, 
[ untere Substrat justjert aufgebracht. 

Mit dem erf indurigsgemiften Verfahren werden die Ausbeu- 
te bei der Herstellung dreidimensionaler integrierter Schal- 
tungen deutiich gesteigert und die Hersteliungskosten ge- 
senkt. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 
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Beschreibung tierende Gesamtausbeiite von etwa 10%, womit ein der- 

artiges System unwirtschaftlich wird und der Einsatz 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung dieser Technik auf wenige spezielle Einsatzfelder be- 

einer dreidimensionalen integrierten Schaltung. Unter schrankt wird Die Ausbeute eines Bauelementesubstra- 
dreidimensionaler Integration versteht man die vertika- 5 tes hfingt dabei auch von der Art der Schaltungen und 

le Verbindung von Bauelementen, die mittels Planar- des verwendeten Herstellungsprozesses ab. So erzielt 

technik hergestellt wurden. Die VorteOe eines dreidi- man z. B. in der Fertigung von Speicherbausteinen sehr 

mensional integrierten mikroelektronischen Systems hohe Ausbeuten, wahrend bei Logikbausteinen, wie Mi- 

sind u. a, die bei gleichen Designregeln erreichbaren ho- kroprozessoren, eine deutlich geringere Ausbeute er- 
heren Packungsdichten und Schaltgeschwindigkeiten 10 reicht wird Insbesondere wenn mehrere Arten solcher 

gegenQber zweidimensionalen Systemen. Letzteres ist Schaltungen Qbereinandergestapelt werden, wird damit 

zum eihen bedingt durch kurzere Leituhgswege zwi- die Gesamtausbeute Qberproportional durch die Schal- 

schen den einzelnen Bauelementen oder Schaltungen, tungsartmit der geringsten Ausbeute bestimmt 

zum anderen durch die Mdglichkeit der parallelen Infor- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 

madonsverarbeitung. Die Steigerung der Leistungsfa- 15 fahren zur Herstellung einer dreidimensionalen irite- 

higkeit des Systems ist bei Reaiisierung einer Verbin- grierten Schaltung anzugeben, mit dem eine deiitliche 

dungstechnik mit ortlich frei wahlbaren hochstintegrier- Ausbeutesteigerung gegeniiber bisher bekannten Ver- 

baren vertikalen Kontakten optimal fahren erzielt wird 

Zur Herstellung dreidimensionaler Schaltungsanord- Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB mit dem Ver- 

nungen mit frei wahlbaren vertikalen Kontakten sind 20 fahren nach Anspruch 1 geldst Besondere Ausgestal- 

folgende Verfahren bekannt: tungen des Verfahrens sind Gegenstand der Unteran- 

Y. Akasaka, Proa IEEE 74 (1986) 1703, schl&gt vor, auf sprQche. 

emefertigprozessierteBauelementeschichtpolykristal- In dem erfindungsgemaBen Verfahren werden zwei 

lines Silizium abzuscheiden und zu rekristallisieren, so fertig prozessierte Substrate, die jeweils Schaltungs- 

daB in der rekristallisierten Schicht weitere Bauelemen- 25 strukturen und MetaJlisierungsebenen enthalten, bei- 

te gefertigt werden konnea Nachteile dieser Methode spielsweise flber eine Haftschicht miteinander verbun- 

sind die ausbeutereduzierende Degradation der Bauele- den, Die Haftschicht kann hierbei zusatzlich eine passi- 

mente in der unteren Ebene durch die hohe thermische vierende Funktion ausilben (Anspruch 7) und/oder eine 

Belastung beim RekristallisierungsprozeB, sowie die Planarisierung der Oberflache bewirken (Anspruch 8)1 

riotwendigerweiseserielleProzessierungdesGesamtsy- 30 Dabei wird das obere Substrat (zweites Substrat) vor- 

stems. Letzteres bedingt zum einen entsprechend lange her einem Funktionstest unterzogen, mit dem die intak- 

DurcMaufzeiten bei der Fertigung und hat zum anderen ten Chips des Substrates selektiert werden. Anschlie- 

eine Ambeuteminderung durch Aufsummierung der Bend wird dieses Substrat von der Rfickseite her ge- 

prozeBbedingten Ausfaile zur Folge. Beides erhdht die dfinnt und in einzelne Chips zerlegt Danach werden nur 

Fertigungskosten betrachtlich gegeniiber einer Prozes- 35 selektierte, mtakte Chips auf das, mit einer Haftschicht 

sierung der einzelnen Ebenen getrennt voneinander in versehene, untere Substrat (erstes Substrat) justiert auf- 

verschieilehen Substraten. gebracht 

Aus Y. Hayashi et aL, Proa 8th Int Workshop on Das untere Substrat kann hierbei auch bereits mehre- 

Future Electron Devices, 1990, p. 85, ist es bekannt, zu- re Bauelementelagen in Form von Bauelementestapeln 

nachst die einzelnen Bauelementeebenen getrennt von- 40 enthalten. Die Chips des oberen Substrates werden ent- 

einander in verschiedenen Substraten herzustellen. An- weder iin Rahmen des Verfahrens dem Funktionstest 

schlieBend werden die Substrate auf wenige Mikrome- unterzogen (Anspruch 2) oder es wird ein bereits ge- 

ter gedOnnt, mit Vorder- und RQckseitenkontakten ver- pruftes Substrat mit getesteten und 2. B. markierten de- 

sehen und mittels eines Bondverfahr ens vertikal ver- fekten Chips bereitgestellt und eingesetzt Auf das obe- 

bunden. Fur die BereitsteDung der Vorder- und Rdcksei- 45 re Substrat wird schlieBlich vor dem DUnnen und Zer- 

tenkontakte sind jedoch Sonderprozesse notwendig teilen ein Hilfssubstrat aufgebracht Statt des Dunnens 

sind, die in der Standard-Halbleiterfertigung (CMOS) des oberen Substrates bis nahe an die Bauelementela- 

nicht vorgesehen sind, namlich MOS-inkompatible Ma- gen heran kann auch im Falle eines SOI-Substrates der 

terialien (z. B. Gold) und Rilckseitenstrukturierung des Substratbereich unterhalb der Oxidschicht entfernt 

Substrates, 50 werden. 

Ein wesentlicher Nachteii der bisher genannten Ver- Da auf dem unteren Substrat nun einzelne Chips auf- 

fahren ist dadurch bedingt, daB die in der Siliziumtech- gebracht worden sind, ist keine zusammenhSngende 

nologie zur Verf ugung stehenden GerSte nur eine Bear- Oberflache mehr vorhanden (Graben zwischen den 

beitung (Prozessierung) von scheibenf drmigen Substra- Chips), so daB bestimmte ProzeBschritte, insbesondere 

ten, den sog. Wafern, zulassen. Eine Prozessierung da- 55 Photolithographiemodule, nicht mehr mit hoher Aus- 

Von yerschiedener Substrate, insbesondere von einzel- beute durchgefuhrt werden kdnnen. Deshalb wird nun 

nen Chips, ist nur in experimentellen Versuchsanlagen vorzugsweise ein Planarisierungsschritt eingeffigt (An- 

moglich, jedoch nicht im Rahmen einer industriellen spruch9)i 

Fertigung mit den geforderten hohen Ausbeuten. Die Planarisierung kann mit verschiedenen Verfahren 

Beim Zusammenftigen von Substraten, die eine Viel- «> durchgefQhrt werden. Dabei wird zuerst eine Isolations- 

2ahl von identischen Bausteinen, den sog. Chips, enthal- schicht, wie z. B. Spin-on-Glas oder ein CVD-Oxid auf- 

ten, ergibt sich die resultierende Ausbeute eines mehrla- gebracht, urn die Graben aufzufQllen. AnschlieBend 

gigen Systems aus dem Produkt der Einzelausbeuten. wird die Oberflache eingeebnet, was durch Rfickatzen, 

Dies fQhrt dazu, daB die Ausbeute eines mehrere Bau- mechanischem oder chemomechanischem Schleifen er- 

elementeebenen umfassenden Systems nach den be- 65 folgt 

kannten Verfahren drastisch abnimmt So erhalt man Weitere Prozesse, die nicht auf Chipebene realisier- 

bei einer Ausbeute einer Einzelebene von 80% bei ei- bar sind, kdnnen nach dem Planarisierungsschritt pro 

nem Gesamtsystem aus 10 Ebenen nur mehr eine resul- blemlos an dem Substrat mit vorselektierten Chips 
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durchgef flhrt werden. trischen Isolation von einer Oxidschicht 5, die zu Plana- 

— ; — AnschlieBend wird z.Rttber Vialdcher (Anspruch 10), risierungszwecken auch mit Bor unjd/oder Phosphor do- 
die bereitsbei der Prozessierung der Einzelsubstrate in tiert sein kann, umgeben sind Die oberste Metallisie- 
die Chips eirigebracht wurden und nun bis zu einer Me- rungsebene 4 kann dabei auch von einer Passivierungs- 
tailisierungsebene des untereh Substrates durchgeatzt 5 schicht 6 aus beispielsweise Siliziumoxid und Siliziumni- 
werden, die elektrische Verbindung zwischen je einer trid bedeckt sein. Weiterhin sind Justagestrukturen zum 
Metallisierungsebene der oberen und der unteren genauen Zusammenfflgen mehrerer Ebenen implemen- 
Schaltungsebene hergestellt Dabei wird die Photomas- tiert (in Fig. 1 nicht gezeigt). Unterhalb der Schaltungs- 
ke zur Strukturierung auf jeden einzelnen Chip iiber strukturen 3 weist das Substrat eine Dicke von z. B: 625 
Justierstrukturen separat justiert, um etwaige MaBab- 10 u>m auf. Dieses Bauelementesubstrat stelit das untere 
weichungen durch das Aufbringen der einzelnen Chips Substrat des mehr jagigen Systems dar (Fig. 1). 
auszugleichen und eine hohe Justiergenauigkeit zu er- Ein zweites Bauelementesubstrat 7 umfaBt eberifalls 
reichen; • mehrere, nach einem definierten Schema arigeordnete, 

Danaeh kann das Substrat, das in der Baueleinentee- flbiicherweise identische Chips 8, die Schahungsstruktu- 
bene nur nocn getestete und funktionsfahige Chips ent- 15 ren 9, wie beispielsweise einen ^OS-Transistor, und 
halt, in gangigen Fertigungsaniagen : weiter verarbeitet eine oder mehrere MetalKsierunjgsebehen 10 enthalten. 
werden. Dieses Substrat 7 ist im wesentlichen Ihnh'ch aufgebaut 

In gleicher Weise kann.nun auch eine weitere Bauele- wie das erste Bauelementesubstrat 1, die Schaltungs- 
nienteebene chipweise aufgebracht werden (Anspruch strukturen 9 sind aber in der Regel yon ihrer Funktion 
3). Kfierbei dient der bisher hergesteDte Bauelemente- 20 her unterschiedlich. Desweiteren weist das zweite Bau- 
stapelmitzugebdrigemS^^ elementesubstrat Vialocher 11 an den Stellen auf, an 

strat Dabei ist bei diesem Verfahren die Anzahl der denen spater die elektrische Kontaktierung zu dariin- 
Ebenen nicht beschrankt AuBerdem kann nicht nur eine terliegenden Schaltungsstrukturen des ersten Substra- 
Einzelebene, sondern auch ein bereits aus mehreren tes erfolgen soil Die Vialdcher 11 sind so tief, daB sie bis 
Ebenen bestehender TeDstapel chipweise aufgebracht 25 unterhalb der Schicht mit Schaltungsstrukturen 9 rei- 
werden. chen(Fig.2> 

Als Substrate sind monokristalline Siliziumsubstrate, Nach Fertigstellung des Bauelementesubstrates 7 
SOL-Substfate oder Substrate verschiedener Technolo- wird die Passrvierung auf der obersten Metallisierungs- 
gief amilien, wie z. B. ID-V-Halbleiter geeignet ebene an bestimmten MeBstellen gediffnet Danach wer- 

Insgesa^nt werden bei diesem Verfahren nur bekann- 30 den die einzelnen Chips des Substrates einem Funktion- 
te und eingeffihrte Verfahrensschritte verwendet, so stest uriterzogen und die defekten Chips ; gekemizeiclj- 
daB kerne neueh Prbzesse entwickelt werden mflssea net (z. B. mit einem Tintenstrahl). AnschlieBend wird 
Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren warden nur erneut eine Passivkrungsschicht aufgebracht, um die 
iriiakte Chips jeweils aui die darunterliegenden Bauele- offenliegenden MeBstellen wiederzu schiitzen. 
mentelagen aufgebracht Damit wird in vorteilhafter 35 Auf die Oberflache des zweiten Substrates 7 wird 
Weise die Abhan^gkeit der Ausbeute des Gesamtsy- ganzflachig eine Haftschkht 12 aus, einem organischen 
steins von der Ausbeute der einzelnen prozessierten Materia^ wie Polyimid oder Photolack, aufgebracht 
Substrate stark verringert Es kdnnen jeweOs nur einzel- Diese Haif&ehicht 12 mit einer Dicke von typischerwei- 
ne defekte Chips einer Bauelementekge ausgesondert se 1— 2um kann auBerdem eine Planarisiening der 
werden, so daB nicht mehr ganze Bauelementestapel 40 Oberflache bewirken. Auf die Haftschicht 12 wird 
aufgruhd einer einzigen defekten Laige unbrauchbar schlieBlich ein Hilfssubstrat 13, wie beispielsweise ein 
werden.; Durcn das eitindungsgemaBe Verfahren wer- Silizium- oder Quarzwafer, geklebt Das Hilfssubstrat 
den soinit die Ausbeute- bei der HersteHung dreidimen- 13 wird als Handlingsubstrat fur die weitereri ProzeB- 
sionaler Mejg^erter Schaltungen deutlich gesteigert schritte verwendet und schatzt die Gberflache des Bau- 
unddieHerstellungskostengesenkt 45 elementesubstrates 7 bei der weiteren Bearbeitung. 

Im folgenden wird die ^ Erfindung anhand der Zeich- (Rg.3)L 
hungen und ; eines AusfQJirungsbeispiels naher erlautert Danach wird das zweite Bauelementesubstrat 7 durch 
Dabei zeigen: Atzen und/oder Schleifen von der Rtickseite her bis an 

Fig. J. ein erstes Bauelementesubstrat mit Schaltungs- die Vialdcher 1 1 heran gedQnnt, so daB die Dicke des 
strukturen und Metallisierungsebenen (unteres Sub- 50 Substrates 7 unterhalb der Schaltungsstrukturen 9 nur 
stratX noch wenige Mikrometer, typischerweise 1—5 um, be- 

Fig. 2 ein zweites Bauelementesubstrat mit Schal- tragt Dabei hangt die gewahlte Restdicke auch von der 
tungsstrukturen, Metallisierungsebenen und Vialdchern Art der enthaltenen Schaltungen ab. 
(oberes Substrat), Nun wird das zweite Bauelementesubstrat 7 mh dem 

Fig. 3 das zweite Bauelementesubstrat mit Haft- 55 Handlingsubstrat 13 in einzebe Chips zerteilt Dies 
schicht und Hilfssubstrat, kann dabei mit einem AtzprozeB, durch Sagen oder mit 

Fig. 4 das erste Bauelementesubstrat mit einer chip- einem Laser erfolgen^ Daraufhin werden die gekeim- 
weise aufgebrachten zweiten Bauelementeebene nach zeichneten, intakten Chips auf das, mit einer Haftschicht 
Piaharisierung der Oberflache, und 14 versehene, erste Bauelementesubstrat 1 justiert auf- 

iPig..5zwei veftikai verbundene Bauelementeebenen. 60 gebracht Die Haftschicht 14 mit einer Dicke von typi- 
Ein erstes Bauelementesubstrat 1 aus z. B. monokri- scherweise 1—2 uxn kann dabei ebe Planarisiening der 
stallinem Silizium umfaBt mehrere, nach einem definier- Oberflache bewirken. AnschlieBend werden die Hand- 
ten Schema angeordnete, flbiicherweise identische lingsubstrate 13 z. B. durch Abltzen oder Abschleifen 
Chips % die Schal^gsstrukturen 3, wie beispielsweise entferat und die freiliegende Haftschicht 12 typischer- 
einen MOS-Transistor, und eine oder mehrere Metalli- 65 weise mh einem Sauerstoffplasma oder einem L6sungs- 
sierungseberieri 4 enthalten, die typischerweise aus Alu- mittel ganzflachig entfernt Nach dem Aufkleben der 
minum, einer Aluminhimlegierung oder anderen Mate- Chips weist die Oberflache des ersten Substrates nun 
ralien, wie Kupfer oder Wolfram, bestehen und zur elek- Graben zwischen den einzelnen Chips auf, die ein sehr 
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niedriges Aspektverhaltnis beshzen. Durch einen Plana- 
risierungsschritt,, in dem die Schicht 15 abgeschieden 
wird, werden diese GrSbeii nun aufgefflllt und cine ebe- 
ne Oberflache erzeugt. Das erste Baueleraentesubstrat 
1 mil den beiden Bauelementeebenen lafit sich nun wie 5 
ein flbliches Siliziumsubstrat mit Standard-Technologie- 
geratenweiterverarbehen(F1g.4> 

Danach wird schlieBlich die vertikale Verbindung 16 
zwischen einer Metallisierungsebene 10 der oberen 
Bauelementeebene (Substrat 7) und einer Metalline- 10 
rungsebene 4 der unteren Bauelementeebene (Substrat 
1) hergesteflt Dazu werden mit einem Photolithogra- 
phieschritt eiri Kohtaktloch zu einer Metallisierungs- 
ebene 10 der oberen Bauelementeebene und die vorbe- 
reiteten Vialdcher 11 bis zu einer Metallisieningsebene 15 
4 der unteren Bauelementeebene gedffnet und durch 
Metallabscheidung und Strukturierung eine elektrische 
Verbindung realisiert SchlieBlich wird auf die Oberfla- 
che noch eine Passivierungsschicht 17 abgeschieden 

(Fig. 5). 20 

Die elektrische Kontaktierung kann selbstverstand- 
Bch audi auf andere Weise realisiert werden, so z.R 
bereits beim Aufbringen der Chips auf das untere Sub- 
strat raittels vorbereiteter Vorder- und Rflckseitenkon- 
takte (vgL Beschreibungsdiileitung: Y. Hayashi et aL> 25 
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1. Verfahren zur Herstellung einer dreidimensiona- 
len integrierteh Schaltung mit folgenden Verfah- 
rensschritten: 

Bereitstellen eines ersten Substrates (IX das 
auf einer ersten Seite eine oder mehrere fertig- 35 
prdzessierte Bauelementeebenen (3) enthah, 
die nebeneinander eine Vielzahl von unabhan- 
gigen Bauelementen oder Schaltkreisen auf- 
weisen, Wobei Bauelemente oder Schaltkreise 
mehrerer Bauelementeebenen Bauelementsta- 40 

pel bilden; " 

- Bereitstellen eines zweiten Substrates (7), 
das auf einer zweiten Seite eine oder mehrere 
fertigprozessierte Bauelementeebenen (9) ent- 
halt, die nebeneinander eine Vielzahl von un- 45 
abhangigen Bauelementen oder Schaltkreisen 
aufweisen, wobei Bauelemente oder Schalt- 
kreise mehrerer Bauelementeebenen Bauele- 
mentstapel bilden, und die Bauelemente, Bau- 
elementstapel oder Schaltkreise zur Unter- 50 
scheidung funktionsfahiger von nicht funk- 
tionsfahigen Bauelementen^ Bauelementsta- 
peln oder Schaltkreisen auf ihre Funktionsfa- 
higkeitgeprfiftsind; . 

- Verbinden des zweiten Substrates (7) jmt 55 
einem Hilfssubstrat (13) auf der zweiten Seite; 

- Ditonen oder Entfernen des zweiten Sub- 
strates (7) auf der Seite* die der zweiten Seite 
gegenfcberliegt; . . 

- Zerteilen des Hilfssubstrates (13) mit den eo 
verbundenen Bauelementeebenen zu einzel- 
nen Chips, die jeweils funktionsfahige oder 
nicht funktionsfahige Bauelemente, Bauele- 
mentstapel oder Schaltkreise enthalten; 

- Justiertes Aufbringen von Chips, die funk- 65 
tiohsfahige Bauelemente Bauelementstapel 
oder Schaltkreise enthalten, auf das erste Sub- 
strat (1) auf der ersten Seite; 



— Entfernen des Hilfssubstrates (13); 

— Herstellen der elektrischen Kontakte zwi- 
schen den Bauelementen, Bauelementstapeln 
oder Schaltkreisen der auf gebrachten Chips 
und den Bauelementen, Bauelementstapeln 
oder Schaltkreisen des ersten Substrates, wo- 
bei dieser Verfahrensschritt bereits beim Auf- 
bringen der Chips erfolgen kann. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Bereitstellen des zweiten Substra- 
tes folgende Verf ahreiisschritte umf aBt: 

— Bereitstellen eines zweiten Substrates (7), 
das auf einer zweiten Seite eine oder mehrere 
fertigprozessierte Bauelementeebenen (9) ent- 
halt, die nebeneinander eine Vielzahl von un- 
abhangigen Bauelementen oder Schaltkreisen 
aufweisen, wobei Bauelemente oder Schalt- 
kreise mehrerer Bauelementeebenen Bauele- 
mentstapel bilden, und 

— Funktionstest der einzelnen Bauelemente, 
Bauelementstapel oder Schaltkreise des zwei- 
ten Substrates zur Unterscheidung funktions- 
fahiger von nicht funktionsfahigen Bauele- 
menten, Bauelementstapeln oder Schaltkrei- 
sen. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder % dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zum Aufbau einer dreidimensio- 
nalen integrierten Schaltung mit mehr als zwei 
Bauelementeebenen das Verfahren mehrmals 
nacheinander durchgefflhrt wird, wobei als erstes 
Substrat bei jeder wiederholten Durchfiihrung des 
Verfahrens das bearbeitete erste Substrat des je- 
weils vorangehenden Verfahrens Verwendet wird. 

4. Verfahren nach einem der Ansprilche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB erstes und zweites 
Substrat: jeweils genau eine Bauelementeebene 
enthalten. 

5. Verfahren nach einem der Ansprilche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Hilfssubstrat (13) * 
tlber eine Haftschicht (12) mit dem zweiten Sub- 
strat (7) verbunden wird 

6. Verfahren nach einem der Ansprilche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Chips mittels ei- 
ner Haftschicht (14) auf die erste Seite des ersten 
Substrates (1) aufgebracht werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Haftschicht mit passivieren- 
den Eigenschaf ten verwendet wird. 

8; Verfahren nach einem der Ansprflche 5 bis 7 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Haftschicht ver- 
wendet wird, die eine Planarisierung der Oberfla- 
che bewirkt 

9. Verfahren nach einem der Ansprilche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB Graben, die nach dem 
justierten Aufbringen der einzelnen Chips zwi- 
schen diesen entstehen, piariarisiert werden. 

10. Verfahren nach einem der Ansprilche 1 bis 9 
dadurch gekennzeichnet, daB das Herstellen der 
elektrischen Kontakte zwischen den Bauelemen- 
ten, Bauelementstapeln oder Schaltkreisen der auf- 
gebrachten Chips und den Bauelementen, Bauele- 
mentstapeln oder Schaltkreisen des ersten Substra- 
tes aber Kontakt- und/oder Vialdcher (1 1) erfolgt 

11. Verfahren nach einem der Ansprilche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Dtonen des zwei- 
ten Substrates (7) mittels Atzen und/oder Schleif en 
erfolgt 

12. Verfahren nach einem der Ansprilche 1 bis 11, 
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dadurch gekfehgzeidiriet, daB ein SOI-Substrat als 
zweites Subset (7) verwendet wird 
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